Rozprawa doktorska dotyczy badania rozktadu pdl elektrycznych w strukturach opartych o GaN oraz
AlGaN metoda bezkontaktowego elektroodbicia. Pierwsza cze$é¢ poswiecona jest wprowadzaniu
teoretycznemu do zagadnienia. Kolejna prezentuje wyniki optymalizacji metody pomiarowej w celu
uzyskania najlepszych rezultatéw. Trzecia, najwazniejsza cze$¢, zawiera wyniki badan
eksperymentalnych. Na poczatku opisana jest analiza struktur typu Van Hoofa, czyli specjalnie
zaprojektowanych struktur umozliwiajgcych zbadanie potozenia poziomu Fermiego na powierzchni
potprzewodnika. Parametr ten wyznaczony zostat dla GaN o orientacjach Ga- oraz N-polarnych, a
takze dla niepolarnej m. W szczegdlnosci dla orientacji Ga-polarnej wyznaczony zostat wptyw
zastosowanej techniki wytwarzania, wybranego podtoza oraz trawienia powierzchni. Zbadany zostat
rowniez wplyw zmiany otoczenia gazowego (powietrze, prdznia) na potencjat powierzchniowy
wszystkich wymienionych orientacji. Analiza Ga-polarnych struktur typu Van Hoofa wytworzonych z
materiatu AlGaN pozwolita na okreslenie potozenia standw powierzchniowych w funkcji koncentracji
glinu. Dalej opisane sg badania struktur HEMT AlGaN/GaN. Wyznaczone zostaty rozktady pdl
elektrycznych w strukturach polarnych z przektadka AIN o rdinej grubosci a takze pokazano, ze
wzrost na kierunkach niepolarnych a oraz m powoduje, ze w strukturach nie wystepujg wbudowane
pola elektryczne. Praca zakoriczona jest podsumowaniem.



